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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも、絶縁基板と、ゲート電極と、ゲート絶縁層と、ソース電極と、ドレイン電
極と、半導体層と、保護層と、層間絶縁膜と、画素電極とを備えた薄膜トランジスタアレ
イであって、
　前記半導体層及び前記保護層はソース配線に平行なストライプ形状であり、
　前記保護層は、前記半導体層よりも幅が広く、幅方向において前記半導体層を覆うよう
に形成され、
　前記ドレイン電極と前記画素電極との導通を図るために設けられた前記層間絶縁膜のビ
アホールの中心位置が、互いに隣接するストライプ形状の前記保護層間の中点を通るスト
ライプに平行な直線上に位置することを特徴とする薄膜トランジスタアレイ。
【請求項２】
　前記ビアホールの中心位置と、前記中点を通るストライプに平行な直線上の位置とのず
れが４０μｍ以下であることを特徴とする請求項１に記載の薄膜トランジスタアレイ。
【請求項３】
　前記半導体層が有機半導体もしくは酸化物半導体であることを特徴とする請求項１に記
載の薄膜トランジスタアレイ。
【請求項４】
　請求項１に記載の薄膜トランジスタアレイの製造方法であって、
　半導体層をフレキソ印刷法、インクジェット印刷法、スクリーン印刷法のいずれか１つ
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以上により形成することを特徴とする薄膜トランジスタアレイの製造方法。
【請求項５】
　前記保護層が有機絶縁材料により形成されていることを特徴とする請求項１に記載の薄
膜トランジスタアレイ。
【請求項６】
　請求項１に記載の薄膜トランジスタアレイの製造方法であって、
　保護層をフレキソ印刷法、インクジェット印刷法、スクリーン印刷法のいずれか１つ以
上により形成することを特徴とする薄膜トランジスタアレイの製造方法。
【請求項７】
　請求項１に記載の薄膜トランジスタアレイの製造方法であって、
　層間絶縁膜をスクリーン印刷法により形成することを特徴とする薄膜トランジスタアレ
イの製造方法。
【請求項８】
　前記絶縁基板がプラスチック基板であることを特徴とする請求項１に記載の薄膜トラン
ジスタアレイ。
【請求項９】
　請求項１に記載の薄膜トランジスタアレイと画像表示媒体とを備えていることを特徴と
する画像表示装置。
【請求項１０】
　前記画像表示媒体が電気泳動方式によるものであることを特徴とする請求項９に記載の
画像表示装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、薄膜トランジスタアレイおよび画像表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　情報技術の目覚しい発展により、現在ではノート型パソコンや携帯情報端末などでの情
報の送受信が頻繁に行われている。近い将来、場所を選ばずに情報をやり取りできるユビ
キタス社会が来るであろうことは周知の事実である。そのような社会においては、より軽
量で薄型の情報端末が望まれる。
【０００３】
　そのような情報端末に使用する電子部材の中でも、現在薄膜トランジスタ素子に使用さ
れている半導体材料の主流はシリコン系である。シリコン系材料を用いた薄膜トランジス
タ素子の形成には高い温度の工程が含まれるため、薄膜トランジスタ素子の基板材料には
工程温度に耐え得ることが求められる。このため、一般的には薄膜トランジスタ素子を形
成する基板としてガラスが使用されている。
【０００４】
　しかしながら、先に述べた情報端末を構成する際にガラスを用いた場合、その情報端末
は重く、柔軟性がなく、落下の衝撃で割れる可能性のある製品となってしまう。従ってガ
ラス上に薄膜トランジスタ素子を形成することに起因するこれらの特徴は、ユビキタス社
会における情報端末として望ましくないものであるといえる。
【０００５】
　そこで近年、薄膜トランジスタの半導体材料として有機半導体が注目されている。有機
半導体材料はシリコン系材料のような高温での熱処理工程を必要としないため可撓性のプ
ラスチック基板上に設けられる等の利点を有する。さらに、真空プロセスを用いず印刷プ
ロセスで作製できるためコストを下げられる等の利点も有する。
【０００６】
　溶液から半導体層を形成するには、スピンコート法やディップ法、インクジェット法な
どの方法が挙げられる。なかでも、印刷プロセスを適用することにより、効率よく半導体
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層を形成することができる。例えば特許文献１においては、フレキソ印刷により有機半導
体溶液のパターニングを行っている。
【０００７】
　さらに、特許文献２では、半導体層をストライプ形状とすることで、アライメント精度
を向上させ、生産効率を更に高めることができる。
【０００８】
　保護層の形成においても、ウェットプロセスを適用することで簡便かつ低コストに保護
層を形成することができる。例えば特許文献３では、フレキソ印刷により保護層を形成し
、簡便に薄膜トランジスタアレイを作製している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００６－６３３３４号公報
【特許文献２】特開２００８－２３５８６１号公報
【特許文献３】国際公開第２０１０／１０７０２７号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、印刷法によって薄膜トランジスタアレイを形成する場合、従来のフォト
リソグラフィを用いたパターニング法に比べ、アライメント精度が低く、パターン形状の
バラツキも大きいため、より多くのアライメントマージンが必要となる。なかでも、印刷
法により半導体層と保護層を形成する場合、半導体層と保護層双方のバラツキを考慮して
アライメントマージンを取らなければならない。特に、保護層のアライメントマージンが
小さく、保護層の絶縁性材料がドレイン電極上にはみ出してしまうと、層間絶縁膜のビア
ホールを塞いでしまい、ドレイン電極と画素電極とが導通することができなくなってしま
う。一方、アライメントマージンが多くなりすぎると、薄膜トランジスタアレイの解像度
が低下し、視認性が低下してしまう。
【００１１】
　そこで、本発明では、保護層と層間絶縁膜のビアホールとの距離を最大にとることで、
保護層材料がビアホールを塞いでしまうことを抑制でき、歩留まりを向上することができ
る薄膜トランジスタアレイ、およびそれを備えた画像表示装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　前記課題を解決するための第１の発明は、少なくとも、絶縁基板と、ゲート電極と、ゲ
ート絶縁層と、ソース電極と、ドレイン電極と、半導体層と、保護層と、層間絶縁膜と、
画素電極とを備えた薄膜トランジスタアレイであって、前記半導体層及び前記保護層はソ
ース配線に平行なストライプ形状であり、前記保護層は、前記半導体層よりも幅が広く、
幅方向において前記半導体層を覆うように形成され、前記ドレイン電極と前記画素電極と
の導通を図るために設けられた前記層間絶縁膜のビアホールの中心位置が、互いに隣接す
るストライプ形状の前記保護層間の中点を通るストライプに平行な直線上に位置すること
を特徴とする薄膜トランジスタアレイである。
【００１３】
　また、第２の発明は、前記第１の発明において、前記ビアホールの中心位置と、前記中
点を通るストライプに平行な直線上の位置とのずれが４０μｍ以下であることを特徴とす
る薄膜トランジスタアレイである。
【００１４】
　また、第３の発明は、前記第１の発明において、前記半導体層が有機半導体もしくは酸
化物半導体であることを特徴とする薄膜トランジスタアレイである。
【００１５】
　また、第４の発明は、上述の薄膜トランジスタアレイの製造方法であって、半導体層を
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フレキソ印刷法、インクジェット印刷法、スクリーン印刷法のいずれか１つ以上により形
成することを特徴とする薄膜トランジスタアレイの製造方法である。
【００１６】
　また、第５の発明は、前記第１の発明において、前記保護層が有機絶縁材料により形成
されていることを特徴とする薄膜トランジスタアレイである。
【００１７】
　また、第６の発明は、上述の薄膜トランジスタアレイの製造方法であって、保護層をフ
レキソ印刷法、インクジェット印刷法、スクリーン印刷法のいずれか１つ以上により形成
することを特徴とする薄膜トランジスタアレイの製造方法である。
【００１８】
　また、第７の発明は、上述の薄膜トランジスタアレイの製造方法であって、層間絶縁膜
をスクリーン印刷法により形成することを特徴とする薄膜トランジスタアレイの製造方法
である。
【００１９】
　また、第８の発明は、前記第１の発明において、前記絶縁基板がプラスチック基板であ
ることを特徴とする薄膜トランジスタアレイである。
【００２０】
　また、第９の発明は、前記薄膜トランジスタアレイと画像表示媒体とを備えていること
を特徴とする画像表示装置である。
【００２１】
　また、第１０の発明は、前記第９の発明において、前記画像表示媒体が電気泳動方式に
よるものであることを特徴とする画像表示装置である。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明の薄膜トランジスタアレイによれば、低コストかつ高品質なフレキシブル薄膜ト
ランジスタを歩留まりよく提供することが可能となる。薄膜トランジスタアレイのドレイ
ン電極と画素電極との導通を図るために設けられた層間絶縁膜のビアホールの中心位置が
、半導体層を覆う隣接したストライプ形状の保護層の中点を通るストライプに平行な直線
上に位置することで、アライメントマージンを最大にとることができ、線幅のバラツキや
アライメントずれに起因する歩留まりの低下を軽減し、フレキシブル薄膜トランジスタの
スループットを向上することができる。
【００２３】
　少なくとも、絶縁基板と、ゲート電極と、ゲート絶縁層と、ソース電極と、ドレイン電
極と、半導体層と、前記半導体層を覆う保護層と、層間絶縁膜と、上部画素電極とを備え
た薄膜トランジスタアレイであって、前記保護層は前記ソース配線に平行なストライプ形
状であり、ドレイン電極と画素電極との導通を図るために設けられた層間絶縁膜のビアホ
ールの中心位置が、前記ストライプ形状の保護層と、それに隣接するストライプ形状の保
護層との中点を通るストライプに平行な直線上に位置することで、薄膜トランジスタアレ
イの解像度によらず、保護層のアライメントマージンを最大にとることができる。さらに
、保護層の形状をストライプとすることで、層間絶縁膜や半導体層とのアライメント精度
が向上する。
【００２４】
　前記層間絶縁膜のビアホールの中心位置と、隣接するストライプ形状の保護層の中点を
通るストライプに平行な直線上からのずれ量を、最大４０μｍ考慮することで、パターン
形状のバラツキや印刷機のアライメント誤差、工程中の加熱によるプラスチック基材の伸
縮についても加味したパターン設計を行うことができる。
【００２５】
　前記半導体層を有機半導体とすることで、ウェットプロセスを適用することができ、大
面積にも短いタクトタイムで薄膜トランジスタアレイを形成することができる。
【００２６】
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　前記半導体層がフレキソ印刷法、インクジェット印刷法、スクリーン印刷法により形成
されることで、大面積にも短いタクトタイムで薄膜トランジスタアレイを形成することが
できる。
【００２７】
　前記保護層が有機絶縁材料により形成されていることで、ウェットプロセスを適用する
ことができ、大面積にも短いタクトタイムで薄膜トランジスタアレイを形成することがで
きる。
【００２８】
　前記保護層がフレキソ印刷法、インクジェット印刷法、スクリーン印刷法により形成さ
れることで、大面積にも短いタクトタイムで薄膜トランジスタアレイを形成することがで
きる。
【００２９】
　前記層間絶縁膜が有機絶縁材料により形成されていることで、ウェットプロセスを適用
でき、大面積を有する薄膜トランジスタアレイでも短いタクトタイムで形成することがで
きる。
【００３０】
　前記絶縁基板がプラスチック基板であることで、軽量でフレキシブルな薄膜トランジス
タアレイを作製することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明の実施形態を示すものであり、薄膜トランジスタアレイ全体の概略構成を
示すパターンレイアウト平面図である。
【図２】本トランジスタアレイの隣接した２素子における断面構造である（図１のＲ－Ｒ
‘間をスライスしたもの）。
【図３】比較例１の実施形態を示すものであり、本トランジスタアレイの隣接した２素子
における断面構造である。
【図４】比較例１における薄膜トランジスタアレイ全体の概略構成を示すパターンレイア
ウト平面図である。
【図５】比較例１における隣接した２素子における断面構造である（図４のＲ－Ｒ‘間を
スライスしたもの）。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　以下、本発明の実施の形態を、図面を参照しつつ説明する。実施の形態において、同一
構成要素には同一符号を付け、実施の形態間において重複する説明は省略する。
【００３３】
　図１、図２に、本発明の薄膜トランジスタアレイ１の構成の一例を示す。図１は薄膜ト
ランジスタアレイ１のパターンレイアウト平面図を示す。図２は、図１の薄膜トランジス
タアレイ１を、ビアホール１７ａを通るＲ－Ｒ’線で、保護層１６のストライプの延伸方
向に垂直に切断した断面図を示す。
【００３４】
　プラスチック基板１０上にゲート電極１１、キャパシタ電極１９、ゲート絶縁層１２、
ソース電極１３、ドレイン電極１４、半導体層１５、保護層１６、層間絶縁膜１７、およ
び画素電極１８を備えた薄膜トランジスタアレイであり、保護層１６は有機絶縁材料から
なり、ストライプ形状を有していることを特徴とする。さらに、画素電極１８とドレイン
電極１４を導通するために層間絶縁膜１７にあけられたビアホール１７ａの中心位置Ａが
、図２に示すように、互いに隣接するストライプ形状の保護層１６間の中点を通るストラ
イプに平行な直線Ｃ上に位置し、ビアホール１７ａの中心位置Ａと直線Ｃとのずれが４０
μｍ以内であることを特徴とする。互いに隣接する２つの保護層１６間は、各保護層１６
をラインとした場合のスペースであり、当該中点は、図２の断面図上では、当該スペース
の幅の２等分点である。すなわち、当該中点は、図１の平面図上では、上記２つの保護層
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１６間のスペースに面する各保護層１６の端部から、等距離にある線分上の点である。上
記中心位置Ａは、ビアホール１７ａのアライメント位置の中心であって基板面に平行な平
面上での点の位置を意味し、当該平面上での２次元座標で表される位置である。
【００３５】
　本発明のプラスチック基板１０には、ポリメチレンメタクリレート、ポリアクリレート
、ポリカーボネート、ポリスチレン、ポリエチレンサルファイド、ポリエーテルスルホン
、ポリオレフィン、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、シクロオ
レフィンポリマー、ポリエーテルサルフォン、トリアセチルセルロース、ポリビニルフル
オライドフィルム、エチレン－テトラフルオロエチレン、共重合樹脂、耐候性ポリエチレ
ンテレフタレート、耐候性ポリプロピレン、ガラス繊維強化アクリル樹脂フィルム、ガラ
ス繊維強化ポリカーボネート、透明性ポリイミド、フッ素系樹脂、環状ポリオレフィン樹
脂等を使用することができるが、本発明はこれらに限定されるものではない。これらは単
独でも、二種以上が積層された複合基板としても使用することができる。またガラスやプ
ラスチック基板上にカラーフィルタのような樹脂層を有する基板も使用することができる
。
【００３６】
　本発明のゲート電極１１、ソース電極１３、ドレイン電極１４、画素電極１８、キャパ
シタ電極１９には、Ａｕ、Ａｇ、Ｃｕ、Ｃｒ、Ａｌ、Ｍｇ、Ｌｉなどの低抵抗金属材料や
酸化物材料が好適に用いられる。具体的には、酸化インジウム（Ｉｎ２Ｏ３）、酸化錫（
ＳｎＯ２）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）、酸化カドミウム（ＣｄＯ）、酸化インジウムカドミウ
ム（ＣｄＩｎ２Ｏ４）、酸化カドミウム錫（Ｃｄ２ＳｎＯ４）、酸化亜鉛錫（Ｚｎ２Ｓｎ
Ｏ４）、酸化インジウム亜鉛（ＩｎＺｎＯ）等が挙げられる。またこの酸化物材料に不純
物をドープしたものも好ましい。一例として酸化インジウムにモリブデンやチタンをドー
プしたもの、酸化錫にアンチモンやフッ素をドープしたもの、酸化亜鉛にインジウム、ア
ルミニウム、ガリウムをドープしたものなどが挙げられる。なかでも酸化インジウムに錫
をドープした酸化インジウム錫（ＩＴＯ）がとりわけ低い抵抗率を示す。またＰＥＤＯＴ
（ポリエチレンジオキシチオフェン）等の有機導電性材料も好適であり、単体の場合も導
電性酸化物材料との複数積層の場合も好んで用いられる。ゲート電極１１、ソース電極１
３およびドレイン電極１４、画素電極１８、キャパシタ電極１９は、すべて同じ材料から
できていても、違う材料からできていてもよい。しかし、工程を減らすためにはソース電
極１３とドレイン電極１４に同一の材料を使用することが望ましい。これらの電極は、真
空蒸着法、イオンプレーティング法、スパッタ法、レーザーアブレーション法、プラズマ
ＣＶＤ法、光ＣＶＤ法、ホットワイヤーＣＶＤ法等により形成される。また上述の導電性
材料をインキ状、ペースト状にしたものをスクリーン印刷、フレキソ印刷、インクジェッ
ト法等により塗布し、焼成することでも形成が可能である。本発明はこれらに限定される
ものではない。
【００３７】
　本発明のゲート絶縁膜１２には、酸化シリコン、窒化シリコン、酸化窒化シリコン、酸
化アルミニウム、酸化タンタル、酸化イットリウム、酸化ハフニウム、ハフニウムアルミ
ネート、酸化ジルコニア、酸化チタン等の無機材料、またはＰＭＭＡ（ポリメチルメタク
リレート）等のポリアクリレート、ＰＶＡ（ポリビニルアルコール）、ＰＶＰ（ポリビニ
ルフェノール）等が挙げられるが、本発明はこれらに限定されるものではない。またゲー
トリーク電流を抑えるために、絶縁材料の好ましい抵抗率は１０１１Ωｃｍ以上、より好
ましくは１０１４Ωｃｍ以上である。
【００３８】
　本発明で用いられる半導体層１５として、酸化物半導体や有機半導体が挙げられる。酸
化物半導体材料としては、亜鉛、インジウム、錫、タングステン、マグネシウム、ガリウ
ムなどのうち一種類以上の元素を含む酸化物、すなわち酸化亜鉛、酸化インジウム、酸化
インジウム亜鉛、酸化錫、酸化タングステン、酸化亜鉛ガリウムインジウム等公知の材料
が挙げられる。有機半導体材料としては、ポリチオフェン、ポリアリルアミン、フルオレ
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ンビチオフェン共重合体、およびそれらの誘導体のような高分子有機半導体材料、および
ペンタセン、テトラセン、銅フタロシアニン、ペリレン、６，１３－ビス（トリイソプロ
ピルシリルエチニル）ペンタセン（ＴＩＰＳ－ペンタセン）、およびそれらの誘導体のよ
うな低分子有機半導体材料や加熱処理などで有機半導体に変換される前駆体を半導体材料
インキとして用いることができる。また、カーボンナノチューブあるいはフラーレンなど
の炭素化合物や半導体ナノ粒子分散液なども半導体層の材料として用いることができる。
半導体材料インキを用いる場合には、溶媒としてトルエンやキシレン、インダン、テトラ
リン、プロピレングリコールメチルエーテルアセテートなどが挙げられるが、これらに限
定されるものではない。上述の導電性材料をインキ状、ペースト状にしたものをスクリー
ン印刷、フレキソ印刷、インクジェット法等により塗布し、乾燥する方法が好適に用いら
れる。
【００３９】
　本発明で用いられる保護層１６として用いられる材料はポリビニルフェノール、ポリメ
タクリル酸メチル、ポリイミド、ポリビニルアルコール、エポキシ樹脂、フッ素樹脂など
の高分子溶液、アルミナやシリカゲルなどの粒子を分散させた溶液が好適に用いられる。
また、保護層の形成方法はスクリーン印刷やフレキソ印刷、インクジェット法などの湿式
法を用いて直接パターンを形成する方法が好適に用いられる。
【００４０】
　本発明のパターン形成方法を用いて形成される薄膜トランジスタの構造としては、特に
限定されるものではなくトップゲート型、ボトムゲート型のいずれの構造であってもよい
。
　ゲート電極の配置以外の構造の違いとして、半導体層の位置が異なるボトムコンタクト
型、トップコンタクト型があるが、本発明はこれらに限定されるものではない。
【実施例１】
【００４１】
　図３に、実施例１に係るボトムゲートボトムコンタクト型のフレキシブル薄膜トランジ
スタアレイから成る薄膜トランジスタアレイ１の断面構造を示し、製造方法を説明する。
本薄膜トランジスタアレイ１は１素子サイズ３００μｍ×３００μｍであり、この素子が
２４０×３２０個あるものである。
【００４２】
　プラスチック基板１０としてポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）フィルムを用いた。
ＰＥＮフィルム上にアルミニウムをスパッタ法により１００ｎｍ成膜後、ポジレジストを
用いてフォトリソグラフィ、エッチングを行い、その後レジストを剥離することによりゲ
ート電極１１、キャパシタ電極１９を形成した。
【００４３】
　続いてゲート絶縁材料としてポリイミドをダイコーターにより塗布し、１８０℃で１時
間乾燥させゲート絶縁膜１２を得た。次に金を蒸着法により５０ｎｍ成膜し、ポジレジス
トを用いてフォトリソグラフィおよびエッチングを行い、その後レジストを剥離すること
によりソース電極１３およびドレイン電極１４を形成した。
【００４４】
　半導体層形成用材料として、テトラリンと６，１３－ビス（トリイソプロピルシリルエ
チニル）ペンタセン（ＴＩＰＳ－ペンタセン）を混合した溶液を用いた。半導体層の形成
にはフレキソ印刷法を用いた。フレキソ印刷には感光性樹脂フレキソ版と１５０線のアニ
ロックスロールを用い、幅１００μｍのストライプ形状の半導体層を形成した。印刷後、
１００℃で６０分乾燥させて半導体層１５を形成した。
【００４５】
　続いて保護層１６を形成した。保護層形成材料としてフッ素系樹脂を用いた。保護層形
成にはフレキソ印刷を用いた。フレキソ版として感光性樹脂フレキソ版を用い、１５０線
アニロックスロールを用いた。ストライプ形状のフレキソ版を用い、半導体層１５を覆う
ように、線幅１５０μｍのストライプ形状の保護層１６を印刷した。保護層１６の線幅の
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バラツキは±１０μｍであった。その後、１００℃で９０分乾燥させて保護層１６を形成
した。
【００４６】
　続いて層間絶縁膜１７を形成した。層間絶縁膜形成材料としてエポキシ樹脂を用いた。
スクリーン印刷を用いて形成を行い、９０℃で１時間乾燥させ、層間絶縁膜１７とした。
層間絶縁膜１７はアレイ全体を覆うように形成され、画素電極１８とドレイン電極１４を
導通するための、５０μｍ角のビアホール１７ａを有する。そのビアホール１７ａの中心
位置Ａは保護層１６のストライプ間の中点を通るストライプに平行な直線Ｃ上にあったた
め、保護層１６のストライプ線幅が設計値よりも太くなっている箇所でも、ビアホール部
の導通を阻害されることがなかった。
【００４７】
　その後、画素電極１８を形成した。画素電極材料として銀ペーストを用いた。画素電極
１８の形成には、スクリーン印刷を用い、銀ペーストをビアホール１７ａ内に完全に充填
させた。パターン形成後、９０℃で１時間乾燥させることにより、画素電極１８とした。
【００４８】
　しかる後、対向電極との間に電気泳動媒体２０を挟んで本実施例によるディスプレイを
駆動した。保護層１６の線幅バラツキによる線太り（＋１０μｍ）と、保護層１６のアラ
イメントずれ（左側へ１０μｍ）および層間絶縁膜１７のアライメントずれ（左側へ１０
μｍ）が発生したが、層間絶縁膜１７のビアホール１７ａが保護層１６のストライプ間の
中央にあったため、画素電極１８とドレイン電極１４間の導通を図ることができ、点欠陥
なく良好な画像表示を行うことができた。
【比較例１】
【００４９】
　図４、図５に示した形態をとるボトムゲートボトムコンタクト型フレキシブル薄膜トラ
ンジスタアレイの製造方法を示す。本トランジスタアレイは１素子サイズ３００μｍ×３
００μｍであり、この素子が２４０×３２０個あるものである。
【００５０】
　プラスチック基板１０としてポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）フィルムを用い、実
施例１と同様にゲート電極１１、キャパシタ電極１９、ゲート絶縁膜１２、ソース電極１
３、ドレイン電極１４、半導体層１５、保護層１６を形成した。
【００５１】
　層間絶縁膜１７の形成には、実施例１と同様の材料および印刷方法を用いた。ただし、
画素電極１８とドレイン電極１４を導通するための５０μｍ角のビアホール１７ａの中心
位置Ａは保護層１６のストライプ間の中点を通るストライプに平行な直線Ｃ上よりも５０
μｍ左側にずれた位置となるよう設計されていた。その結果、ビアホール１７ａの中心が
直線Ｃ上にあるものに比べ、保護層１６と層間絶縁膜１７のビアホール１７ａ端部との余
白部分は５０μｍ小さくなった。その結果、保護層１６の線幅バラツキによる線太りと、
保護層１６および層間絶縁膜１７のアライメントずれによって、保護層１６端部と層間絶
縁膜１７のビアホール１７ａ端部との間隔は一部の保護層１６がビアホール部分まではみ
出して形成されてしまった。
【００５２】
　実施例１と同様に、画素電極１８を形成し、対向電極との間に電気泳動媒体２０を挟ん
で本実施例によるディスプレイを駆動したところ、保護層１６が層間絶縁膜１７のビアホ
ール部分まではみ出して形成されてしまった箇所では、画素電極１８とドレイン電極１４
の導通が阻害され、点欠陥が多くなり、良好な表示を行うことができなかった。
【産業上の利用可能性】
【００５３】
　本発明のフレキシブル薄膜トランジスタは、フレキシブル電子ペーパーや、フレキシブ
ル有機ＥＬディスプレイ等のスイッチング素子として利用することができる。特に、層間
絶縁膜のビアホールの中心位置を、ストライプ形状の保護層間の中点を通る、ストライプ
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に平行な直線上に形成することにより、製造工程における歩留まりやスループットを向上
することができる。アライメントずれ等を考慮すると、ビアホール中心位置とストライプ
中点の位置とのずれが４０μｍ以内であれば、ドレイン電極と層間絶縁膜との導通を阻害
することなく、保護層を形成することができ、スループットを向上することができる。こ
れによって、フレキシブルディスプレイやＩＣカード、ＩＣタグ等広範囲に応用可能なフ
レキシブル薄膜トランジスタを低コストかつ高品質に作製することが可能となる。
【符号の説明】
【００５４】
１０・・・プラスチック基板
１１・・・ゲート電極
１２・・・ゲート絶縁膜
１３・・・ソース電極
１４・・・ドレイン電極
１５・・・半導体層
１６・・・保護層
１７・・・層間絶縁膜
１７ａ・・・ビアホール
１８・・・画素電極
１９・・・キャパシタ電極
２０・・・電気泳動媒体

【図１】 【図２】
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【図５】
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